BC181

PNP-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor im Silect* *-Gehause

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein Plastik-Gehause eingekapselt. Das Gehause widersteht Lottemperaturen,
ohne sich zu verformen. Selbst unter hohem FeuchtigkeitseinfluB zeigt das Bauelement stabile Kennwerte,
und es erfullt die Anforderungen von MIL-STD-202C, Methode 106B. Der Transistor ist lichtunempfindlich.

Basis 1,6 %

41:013

41£0,25
Silect-Gehduse mit TO-18 AnschluBfolge

* L 6tfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert

[=-4,7 £ 0,13 e 1—12,7 min———

Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung

Kollektor-Emitter-Spannung

Emitter-Basis-Spannung

Kollektor-Dauerstrom

Gesamtdauerverlustleistung bei Ty < 25 °C (Bem. 1)
Lagerungstemperaturbereich

Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehause fur 10 s

Bemerkungen:

1. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 150 °C mit 2,4 mW/°C.

**  Schutzmarke von Texas Instruments.

Ma8le in mm

—40 V

—25V

-5V

—200 mA

300 mW

—55 °C bis +150°C
260 °C

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-Strafie
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BC181

Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter -~ Prifbedingungen min max Einh.
Umsryco Kollektor-Basis-Durchbruchsspannung lg=—100pA, IE=0 —40 \
Umryceo Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung lgc=-—10mA, Ig=0(Bem.?2) —25 \"
UsryeBo Emitter-Basis-Durchbruchsspannung Ig = —100 £A, Ic=0 —5 A\
lcBO Kollektor-Basis-Reststrom UeB=—20V, Ig=0 —100 nA
IEBO Emitter-Basis-Reststrom Ugp=-3V, lg=0 —100 nA
hrg Gleichstromverstarkung Ucg=-56V, lc=-25mA 60
Ug=-—5V, lc=-50mA 60
(Bem. 2)
UBg Basis-Emitter-Spannung Uce=-5V, lc=—-50mA —0,6 —1,0 V
(Bem. 2)
Ucesat)y  Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Ip=—5mA, Igc=-—50mA —0,25 V
(Bem. 2)
Piot = f(Tu)
400 g
W) “
300
Piot
200 \\ -

100 \

Bemerkung:

2. ImpulsmaBig gemessen: tp << 300 us, d < 2%.

TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH

805 Freising, Haggerty-StraBie
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BC223

NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor im Silect* *-Gehiuse

Fir Verstarker mittlerer Leistung
HiFi-Treiberstufen
Mit hohem Kollektor-Spitzenstrom

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehause eingekapselt. Das Geh&use widersteht L6t-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erfiillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

Der Transistor ist lichtunempfindlich,

Basis 1,6 *

41£0,13
|~

i
Kollektor|

[=4,7 +0,13%t———12,7 min————|

4,1+0,25
Silect-Gehause mit TO-18 AnschluBfolge

* Lstfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert

MaBe in mm
Absolute Grenzwerte .
Kollektor-Basis-Spannung 50V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 30V
Emitter-Basis-Spannung 5V
Kollektor-Dauerstrom 400 mA
Kollektor-Spitzenstrom 800 mA
Gesamtdauerverlustleistung bei Ty < 25 °C (Bem. 2) 360 mW
Lagerungstemperaturbereich —55 °C bis +150°C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehé&use fiir 10 s 260 °C
Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis.
2. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 150 °C mit 2,9 mW/°C.

**  Schutzmarke von Texas Instruments.

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-StrafBie
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BC223

Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen min  max Einh.
Usrycso Kollektor-Basis-Durchbruchsspannung g = 100#A, Ig=0 50 Vv
U®r)ceo Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung Ic = 10 mA, Il =0 (Bem, 3) 30 \"
UmsryeBo Emitter-Basis-Durchbruchsspannung Ig =100pA Ic=0 5 v
IcBO Kollektor-Basis-Reststrom Uep=20V, Ig=0 100 nA
IEBO Emitter-Basis-Reststrom Ugp=3V, Ic=0 100 nA
hre Gleichstromverstarkung Ucg=2V, lc=50mA (Bem 3u.4) 100 450

Usg Basis-Emitter-Spannung Ucg =2V, Ilc=100mA (Bem.3) 0,5 1,0

Ucg@aty Kollektor-Emitter- Is = 10 mA, I¢c = 100 mA (Bem.3) 0,3

Sattigungsspannung

Piot = 1(Tu)
400 &
(8]
mw @
Ptot \
200 \\
100 \\ .
0
0 50 100 °C 150

Yy—m—"—"»

Bemerkungen:

3. Impulsm&Big gemessen: tp = 300 us; d= 2%.

4. Die Stromverstarkung kann auf Anforderung in zwei Gruppen geliefert werden.
Gruppe A: hgg = 100—300,
Gruppe B: hyg = 200—450.

7 TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-Strafie
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BC224

PNP-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor im Silect-Gehiuse

Besonders geeignet fiir NF-Vor- und Treiberstufen

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehause eingekapselt. Das Geh#use widersteht Lét-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erfiillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

2,54:0,13
3,32 min

le—512 oy

r=—5,1

Kollektor ~ Emitter

Silect-Gehduse TO-92

* Lotfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert

12,7 min

Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung

Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1)

Emitter-Basis-Spannung

Kollektor-Dauerstrom

Gesamtdauerveriustleistung bei Ty < 25 °C (Bem. 2)
Lagerungstemperaturbereich

Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehé&use flir 10 s

Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis.
2. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 150 °C mit 2,0 mW/°C.

** Schutzmarke von Texas Instruments.

MaBe in mm

—30V

—30V

-8V

=30 mA

250 mW

—55°C bis + 150 °C
260 °C

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH

805 Freising, Haggerty-Straie
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BC224

Elektrische Kennwerte bei Ty= 25 °C

Parameter < Prifbedingungen min  max Einh,
Umsryceo Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung Igc = —1 mA, Ig=0 —30 \
leBo Kollektor-Basis-Reststrom Uep=—-20V, Ig=0 —100 nA
|IEBO Emitter-Basis-Reststrom Ugp=—6V, Igc=0 —100 nA
hrge Gleichstromverstarkung Uecg=-5V, lgc=—1mA 150 450
haie Kleinsignal-Stromverstarkung Ucg=-5V, lg=—1mA, f=1kHz 150 800
Usg Basis-Emitter-Spannung Uecg=—-5V, le=—1mA -05 —1 Vv
Ucgsaty  Kollektor-Emitter-Séttigungsspannung  Ig = —0,5 mA, Ig = —10 mA -0,7 V
Ptot = f(Tu)
300 s
S
mw @
Prot 200
100
6 \

0 25 5 75 W0 125°C150
Ty——>

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-StraBe
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BC231

PNP-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor im Silect* *-Gehiuse

Besonders geeignet-fir Treiberstufen und Endstufen kleiner Leistung

Komplementar zu BC232

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehause eingekapselt. Das Gehduse widersteht Lét-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erfiillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

-

2,54+0,13

3,32 min

e 5121

Kollektor  Emitter r=—>5,1
Silect-Gehduse TO-92

* Lotfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert

12,7 min

Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung

Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1)

Emitter-Basis-Spannung

Kollektor-Dauerstrom

Gesamtverlustleistung bei Ty < 25 °C (Bem. 2)
Lagerungstemperaturbereich

Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehéuse fiir 10 s

Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis.
2. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 150 °C mit 5 mW/°C.

** Schutzmarke von Texas Instruments.

MaBe in mm

—40V .
—-30V

-5V

—400 mA

625 mW

—55 °C bis +150°C
260 °C

[}’ TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH

805 Freising, Haggerty-StraBie

3n



BC231

Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C

Parameter < Priifbedingungen min  max Einh,
UmrycBo Kollektor-Basis-Durchbr.-Spannung lc=—100pA, Ig=0 —40 \"
U(BR)CEO Kollektor-Emitter-Durchbr.-Spannung lc=—10mA, Ig=0 (Bem, 3) —30 \
U@ryeBo Emitter-Basis-Durchbr.-Spannung lg =—100uA, lc=0 —5 V'
leBo Kollektor-Basis-Reststrom Ucg=—20V, Ig=0 —100 nA
lEBO Emitter-Basis-Reststrom Ugp=—-3V, Ic=0 —100 nA
hrg Gleichstromverstarkung* Ucg=-5V, lg=-50mA (Bem.3) 100 450
Ucg=—5V, lgc=—100mA (Bem.3) 80
Usr Basis-Emitter-Spannung Ucg=-5V, lc=-—50mA (Bem.3) —06 —1 V
Ucegaty  Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung  Is = —5 mA, lc=—50mA  (Bem.3) —0,25 V
Ig = —20 mA, lg = —200mA (Bem. 3) —0,35 V

* Auf Anforderung kann die Stromverstarkung selektiert geliefert werden.

hrg bei Ucg = —5 V, Ic = —50 mA (Bem. 3)

min
Gruppe A 100
Gruppe B 200

Auf Wunsch auch gepaart mit BC 232 in folgenden

Gruppen lieferbar:

Gruppe: hrg

min
Gelb 100
Grin 130
Blau 170
Violett 220
Grau 300

Bemerkung: .

max
300
450

150
185
255
330
450

3. Impulsmé&Big gemessen; tp = 300 us, d = 2%.

7 TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-Strafie
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BC231

h _ hrg (Ic; Ucg) —td
FEn = e (lo = —50mA; Ucg = —5V) )

Ptot = £ (Tv)
800 sz 16 §l
QIR <
mwW a8
600 1,2
Pot hrEq /\ N\ Ucg=iov
400 \\ 08 / /\\.5v
N \-z v
N v
200 \ 04
N
0
0 25 50 75 100 125 °C 150 =01 -10 -10 -100 mA -1000
y————» Ig————

Ucgsat) = f (Ic)

—1 :
C- 10; Parameter = Ty
—ip
-04 £
v Ty=100°C ’
T N
Ucateny / Ty= 25°C

-02
/ Ty = ~55°C

0
-109 -10t -102 mA

lg——

j TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-Strafie
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BC232

NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor im Silect” *-Gehéuse

Besonders geeignet fiir Treiberstufen.

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehduse eingekapselt. Das Gehduse widersteht L6t-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erfiillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

S

254013
3,32 min

{
B
HN

1

r=——5,1

Kollektor ~ Emitter

Silect-Gehause TO-92

* Lstfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert

12,7 min

Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung

Kollektor-Emitter-Spannung

Emitter-Basis-Spannung

Kollektor-Dauerstrom

G~=amtverlustleistung bei Ty =< 25 °C (Bem. 1)

b crungstemperaturbereich

Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehause flir 10 s

Bemerkung:
1, Lineare Reduzierung bis auf Ty = 150 °C mit 5,0 mW/°C.

** Schutzmarke von Texas Instruments.

MaBe in mm

40V

3oV

5V

400 mA

625 mW

—55 °C bis +150 °C
260 °C

j TeEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH

805 Freising, Haggerty-Straie
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BC232

Elektrische Kennwerte bei 25 °C Umgebungstemperatur

Parameter Prifbedingungen min max Einh.
U®sRr)cro Kollektor-Basis-Durchbruchsspannung lc=10upAlg=0 40 v
U®Rr)cEO Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung Ic = 10 mA IB=10 (Bem, 3) 30 v
Umr)EBo Emitter-Basis-Durchbruchsspannung I =100uA Igc=0 5 v
lcBo Kollektor-Basis-Reststrom Ucg=20V, Ig=0 100 nA
IEBO Emitter-Basis-Reststrom Ugp=3V, lc=0 100 nA
hrg Gleichstromverstarkung * Uee=2V, lc=50mA (Bem.3) 100 450
Uce =2V, lg=100mA (Bem.3) 80
Usg Basis-Emitter-Spannung Uce =2V, lc=100mA (Bem.3) 05 1 .
UcE(sat) Kollektor-Emitter-S&ttigungsspannung  Ig = 10 mA, Ig= 100 mA (Bem.3) 03 7
* Auf Wunsch selektiert oder gepaart mit BC231 lieferbar:
hre
) min max
selektiert: Gruppe A 100 300
Gruppe B 200 450
gepaart:  gelb 100 150
griin 130 195
blau 170 255
violett 220 330
grau 300 450
Piot = f(Tv)
800
bl
mw E
600 a .
Plot \
400 \\
200 \\ ~
0
0 25 50 75 100 125 °C 150

Bemerkung:

3. ImpulsmaBig gemessen: tp <300 us; d < 2%.

Ty ———

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-StraBie
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BC232

UcEsaty = f(lc)

I
B9
lc

160

140 /

Ugg 120 /
100 y

BC 23214

80

60 i
40

20

1 10 100 mA 300

Ig——»

hrg (Ic)
hpEN = ———————— = {(I
FEN = o= 50 mA) (Ic)
Uce =2V
1,2 ~
£
10 &
‘ /1
P \ .
hEEN 08
A
A
0,6 ‘/
——”",
P
04
0,2
0
[A} 1 10 mA 100

TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH

805 Freising, Haggerty-Strafie
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BC254, BC255

NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Silect* *-Gehause

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein Plastik-Gehduse eingekapselt. Das Geh&use widersteht Lottemperaturen,
ohne sich zu verformen. Selbst unter hohem FeuchtigkeitseinfluB zeigt das Bauelement stabile Kenn-
werte, und es erfiillt die Anforderungen von MIL-STD-202C, Methode 106B. Der Transistor ist licht-
unempfindlich.

1,6 %
J— o
[}
ha
" T R ' S ,
3 e sl T — B Seeewm—
~ ¢ L3
Kollektor Emiuér [=—S5,1 12,7 min
Silect-Gehduse TO-92
* Lstfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert .
MaBe in mm
Absolute Grenzwerte . BCo54 BC255
Kollektor-Basis-Spannung 100 V 100V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 55V 55V
Emitter-Basis-Spannung 6V 6V
Kollektor-Dauerstrom 30mA 30 mA
Gesamtdauerverlustleistung bei Ty = 25 °C (Bem. 2) 250 mW 625 mW
Lagerungstemperaturbereich —55 °C bis +150 °C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehéuse fir 10 s “« 260 °C —

Bemerkungen:

1, Dies gilt bei offener Basis.

2. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 150 °C mit 2 mW/°C fir BC254
5 mW/°C fuir BC255

** Schutzmarke von Texas Instruments.

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-Strafie
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BC254, BC255

Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C

~ BC254,

BC255
Parametgr Prifbedingungen min  max Einh.
Umsr)cer Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Ic = 1 mA, Rpg = 600 Q 100 v
Umr)ceo Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung lc=1mA, Ig =0 55 \
lcBO Kollektor-Basis-Reststrom Ue=20V, lg =0 100 nA
IgBO Emitter-Basis-Reststrom Ugp=6V, lIc =0 100 nA
hre Gleichstromverstarkung Ucg=5V, lg¢ =1mA 50 600
Use Basis-Emitter-Spannung Uce=5V, Ic =1mA 0,5 1V
UcEsaty  Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung  Ig = 0,5 mA, Ic = 10 mA 1 Vv
hae Kleinsignalstromverstarkung Uce=5V, lc =1mA f=1kHz 45 800

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-Straie
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BC315

PNP-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistoren im Silect-Gehduse

Fir NF-Vorstufen uhd Treiberstufen,
fiir Gleichspannungsverstarker und
" fiir rauscharme NF-Vorstufen

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehduse eingekapselt. Das Gehéduse widersteht Lot-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen ausge-
zeichnet stabile Kennwerte und erfiillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

Basis 1,6 %
Emitter . —

410,13

2,54
-—5,12—-——

i
Kollektor

L0143
440,25 =47 013

Silect-Gehéuse mit TO-18 AnschiuBfolge

* Lotfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert

12,7 min

Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung

Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1)

Emitter-Basis-Spannung

Kollektor-Dauerstrom

Gesamtdauerverlustleistung bei < 25°C (Bem. 2)
Lagerungstemperaturbereich

Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehé&use fir 10 s

Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis .
2, Lineare Reduzierung bis auf Ty = 150 °C mit 2,4 mW/°C

MaBe in mm

—45V

—35V

-5V

—100 mA

300 mW

—55 °C bis +150 °C
260 °C

i TexAs INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-Strafie
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BC315

Elektrische Kenndaten bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter ~ Prufbedingungen BC315 Einh.
min  typ max

Umrycpo  Kollektor-Basis- lg=—10 A, Ig=0 45 v
Durchbruchsspannung

UBryceo  Kollektor-Emitter- lg = —2 mA, Ig = 0 (Bem, 4) —35 v
Durchbruchsspannung

U@r)EBo  Emitter-Basis- lIg=—10kA, lc=0 —5 vV
Durchbruchsspannung

lcBo Kollektor-Basis-Reststrom Ucg=—30V, Ig= —15 nA

IEBO Emitter-Basis-Reststrom Ugp=—4YV, lg=0 —15 nA

hrg Gleichstromverstarkung Ucg =5V, lgc = —10 kA 100

Uce = =5V, lc=—2mA 100 350

Usg Basis-Emitter-Spannung Ucg = —5V, lc = —2mA —0,6 —0,72 V

UCEsaty Kollektor-Emitter- IB=—5V, lg = —100 mA —0,6 V
Séattigungsspannung

hte Dynamische Stromverstarkung Ucgg = —5V, Ilc=—2mA 125
in Emitterschaltung f=1kHz

fr Transitfrequenz Ucg = =5V, lc = —10 mA (Bem. 5) 200 MHz

Cob Kollektor-Basis-Kapazitat Uep=—10V, lg=0, 5 pF
bei offenem Emitter f=1MHz

UBE(sat) Basis-Emitter- I = —5 mA, lg = —100 mA —1,1 \"
Sattigungsspannung

Bemerkungen:

3. ImpulsmaBig gemessen tp = 300 us, d < 2%.

4. Man extrapoliere den Wert fiir fp aus der frequenzabhangigen (hse)-Kennlinienkurve; von f = 100 MHz

gehe man schrittweise —6 dB pro Oktave bis zu jenem Wert, wo |hge] =1 ist.

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbE

805 Freising, Haggerty-StraBe
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BC315

Betriebswerte bei Ty = 25°C

Parameter . Priifbedingungen max Einheit
F Mittl, Rauschzahl Uce =5V Ic=200uA, Rg=2kQ 2% dB
aquivalente Rauschbandbreite: 15,7 kHz
f1 =10 Hz; fo = 10 kHz
En Funkelrauschspannung Uce =5V, lg=200uA, Rg=2kRQ 0,11 . uv
an der Basis Rauschbandbreite:
10—50 Hz

Funkelrausch-MeBgerat**, Blockschaltbild

Pritling Verstdrker Bandpaf Réhrenvoltmeter
ks 10Hz  50Hz
JE—
ﬁ B -
hd
Gegenkopplung (Vy = konst.) 5
- o
@©
Piot = f(Tu)
400 : H
mwW «
300
Ptot .
200 \\

100 \

0 50 100 150 °C

Ue
* Entspricht: V_EF = 731109V

** Entspricht DIN 41792, Entwurf: Beiblatt 11/November 1968

i TeEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-Strafie
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BC315

I = f (Ucgk)
Ic =f(Ucg) Iz = Parameter
¢ = {Uce);
Ig = Parameter -~ 100 BC212/1
/AR P —= - g o ]
mA /\"30‘“’ P Tl mA -f/ 20 I e e
- ,\/ "]
-80 / \ " -80 [y
-7
" -600 A
Ie / _LO0ph I
-60 \ = -60
~ -400pA
/ \ | —
-40 \ -40 /
p'
N,
AN makie -200 A
-20 P~ -20
~—— % 100
0 0
0 -4 -8 -12 <16 v-20 0 -04 -08 -2 16 V-20
Uce— >~ Ucg———»
Ic =f (Ucg); lc = f(Ucr)
Ig = Purasqe'ter IB = Parameter
-10 © -
N e N 2
& - 50 pA
¢ /7/ -8 % { ’
1 02— | - 40 pA
Cc // c
-6 — " | |
| o ” ~30uA
-204 ") T T
4 ] I
) -4 - 20 pA
oA ]
-2 2 - 10 pA
0 0
e 8 2 v 0 -04 -08 12 -16 v
Uce -
Ue—™— >

75\ TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-Strafie
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BC315

Ig = f (Ugg)
Ucg = -5V
-0
o
mA 8
-0,3
Ig
-02
-0,1 /
0 -05 v 10
Ugg ———*
Ic = f (Ucksaty)
Ic = f (Usg) —le :
Ucg = —5 V, Ty = Parameter e 20, Ty = Parameter
-100 - y A _ -100 o
mA toecl 1 [ gl mA /%’c g
— 25°C
. [ Vv
= f A I i
f / Ic / / /
] -10 I
-10 ,l ,I ’
]
|
=10
-0 —
I
I
=0,01 I -0,1
0 -04 -08 -2 Vs 6 01 -02 -03 -04V -05

Ugg — ™

UCE (sat) ————*

F

TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-StraBie
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BC315
Ic = f(U
¢ = f(UBEsat)) Usg = (I8)
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BC330
NPN EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
VEB n°115 — iulx 1973

-

Transistor with Exclusive Flicker-Noise Test, Ensuring
Very Low Noise at Low Audio Frequencies

® Low-Noise Input Stages

e DC Ampilifiers

Collector-Emitter Breakdown 45 V min.
Beta 240 min.

Average Noise 2 dB max.

Flicker-Noise 135 nV max.

mechanical data
X-55 Base .
o
- €
n —f i e
~ ~
x — i %
Emitter £ — ] f % ¥
- ¥ B
\ M P i
o ¢
x . i
x Collector g € ; H
o — 5 H
¥ CBE
All dimensions are in mm *Solderability not controlled in this area

absolute maximum ratings at 25°C free-air temperature (unless otherwise noted)

Collector-Base Voltage ............... ... ... i ittt 45V
Collector-Emitter Voltage (See Note 1) ... ........... ... .. iuiiutiinnnnnnneneeenn.. 45 Vv
Emitter-Base VOItage. . . . . ... ..ottt 6V
Continuous ColleCtor CUITENT . . . ... ... ..ttt etn it n et ie e eieannnans 200 mA
Continuous Device Dissipation at (or below) 25°C Free-Air Temperature (See Note 2) ............. 300 mw
Storage Temperature Range . ........... e e e —55 to 150 oC
Lead Temperature 1.6 mm from Case for 10 SeCONdS . . . . .. .. .. ..ovvrinenrnnenenennnnnnns 260 0C

NOTES : 1. This value applies when the base-emitter diode is open-circuited.

2. Derate linearly to 150 OC free-air temperature at the rate of 2.4 mW/°C

For Typical Characteristic Curves of BC330, see Data Sheet of BC182-4

TEXAS INSTRUMENTS
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BC330
EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR

electrical characteristics at 26°C free-air temperature (unless otherwise noted)

PARAMETER TEST CONDITIONS MIN MAX UNIT
ViBricBO Collector-Base Breakdown Voltage Ic=10UA, Ig=0 45 v
VisRriceo Collector-Emitter Breakdown Voltage Ic=1mA, ig=0 See Note 4 45 v
Visrieso Emitter-Base Breakdown Voltage g =10 A, Ic =0 ] v
Icso Collector-Cutoff Current Veg =30V, Ig =0 15 nA
leso Emitter Cutoff Current .Vg' =4V, Ic=0 15 nA
hee Static Forward Current Transfer Ratio Ve =56V, Ic=2mA See Note 4
Vge Base-Emitter Voltage Vce =56V, Ic=1mA 0.5 1 v
VCE(sar) Collector-Emitter Saturation Voitage g =05mA, Ic =10mA  See Note 4 1
Vce =5V, Ic =50 HA, f=1kHz
Group B : 190
Small-Signal Common-Emitter Group C : 300
Mo Forward Current Transfer Ratio Vce =5V, Ic =2mA, t=1kHz 240
Group B : 240 500
Group C : 450
Vee =6V, Ic =200 A, Rg =2kS2
F Average Noise Figure f3 =10Hz, f =10 kHz 2 48
' Noise Bandwidth : 15.7 kHz
Vcg =5V, |c =200 JA, Rg =2kS§2
on Equivalent Input Noise Voltage f1=10 Hz, f2 =50 Hz 0.135 w
Cen Collector-Base-Capacitance Veg =10V, f=1MHz 3 pF
NOTE : 4. These . must be using pulse tp =':|oous, duty cycle <2%.
FLICKER-NOISE MEASUREMENT
Transistor under test Amplifier Band-Pass Filter AF Valve Voltmeter
)' 10 Hz 50 Hz

Feedback (v =const.)

N sy T
= —
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